
 

上海光机所在镁硅掺杂Ce：YAG荧光陶瓷研究方面
取得进展
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近日，中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室与复旦大学合作，在镁硅
掺杂的Ce:YAG荧光陶瓷的Ce3+

离子发光红移机理和荧光性能研究方面取得新进展。相关研究成果发表在《合金和化合物杂志》
(Journal of Alloys and Compounds)。

随着高功率照明和显示行业的不断发展，Ce:YAG荧光陶瓷因其高光效和优异的热力学性能，已
成为国际研究的焦点和热点。但由于Ce3+

在YAG晶格中受蓝光激发后的发射波段位于535nm附近，混合而成的白光色温较高，显色性能难
以满足高质量照明的要求。而镁硅掺杂的Ce:YAG荧光陶瓷相较于纯Ce:YAG荧光陶瓷具有更多的
红光成分，因而可以与蓝光LED组合，混合出具有更低色温和更高显色指数的高质量暖白光。由
于Mg2+半径介于Y3+，Al3+

之间，在两种位置都可替代，而不同的掺杂位置对Ce:YAG的发光性能和红移机理的影响至今尚
未得到报道。

在该研究中，科研人员针对Mg2+

在YAG晶格中的正十二面体中心位的Y3+替代和正八面体中心位的Al3+

替代设计了两组实验以探究其对性能的影响。通过Rietveld精修和拉曼谱测试发现，晶格常数和
拉曼峰的变化可以归因于Mg-
O键键长和键强的不同。而Mg2+

在不同格位的掺杂导致的发光红移程度不同则可以通过位形坐标解释，而其红移的主要原因可归
结于斯托克斯位移。

该项工作得到中科院国际合作项目和中国国家关键研发项目的支持。
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图1 MYASG和YMASG的发射与激发谱(λex=460,λem=550nm)

图2 Ce离子的能级分布图和位形坐标

研究团队单位：上海光学精密机械研究所 

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/

本文版权归原作者所有，请勿用于商业用途，爱科学iikx.com转发

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                   2 / 2

http://www.tcpdf.org

